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1. Н.А. Николаев. “Устройство для сортировки алмазов”. Патент РФ № 2372607 (от    

10 ноября 2009 г.) 
Устройство представляет собой компактный автономный прибор, предназначенный для отбора из 

природных алмазов с коричневыми оттенками цвета кристаллов, пригодных для 

высокотемпературной обработки при высоком давлении с целью их обесцвечивания или получения 

голубых и розовых алмазов.  В группу отбора входят кристаллы алмаза, относящиеся к типам: IIa, 

IIb и IaB1. 
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Особенности тестирования бриллиантов описаны в статье «Устройство для сортировки алмазов, 

особенности тестирования бриллиантов с помощью ультрафиолетового излучения»: 
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Изобретение относится к способам, используемым при работе с повышенным давлением и 

вызывающих физическую модификацию веществ. Способ предназначен для изменения цвета алмазов и 
улучшения их качества, в частности, для изменения коричневого цвета природных кристаллов алмаза под 
действием высоких температур при высоком давлении в области метастабильного существования алмаза 
на фазовой диаграмме углерода.  
      В изобретении найдено техническое решение задачи кратковременного высокотемпературного 
нагрева алмаза в реакционной ячейке камеры высокого давления с изменением цвета алмаза без его 
заметной графитизации. Процесс проводят при давлении в диапазоне 3-6 ГПа, а нагрев реакционной 
ячейки камеры высокого давления осуществляют при скоростях подъёма температуры 10-50 °С/c до 
температуры в диапазоне 2000-2350 °С путем пропускания электрического тока через нагреватель ячейки 
от программируемого источника питания с учетом релаксации температуры в ячейке и последующим за 
подъемом температуры охлаждением ячейки путем отключения мощности нагрева, формируя короткий 
по времени импульс нагрева алмаза с суммарным временем нахождения алмаза в зоне температур 
выше 2000 °С менее 30 секунд.     
      Технический результат – получение алмазов высокого ювелирного качества из низкосортных 
природных алмазов коричневого цвета, а также кристаллов алмаза с пониженным содержанием 
дефектов для применения в электронике или в качестве конструкционного материала. 
 

    
 

3.  Н.А. Николаев. “Устройство для создания сверхвысокого давления и температуры”. 

Патент РФ № 2571742 (от 25 ноября 2015 г.) 
Изобретение относится к устройствам, используемых при работе с высоким давлением, и 

предназначено в частности для получения искусственных сверхтвердых материалов, а также для 

преобразования дефектов в природных кристаллах алмаза. 

 

    
Для повышения эффективности осуществления процессов сжатия и удержания вещества в 

центральном реакционном объеме устройства внутренние выступы матриц выполнены 

усеченными в горизонтальной плоскости, причем между шириной w усеченной поверхности 
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выступа и его высотой h1 относительно дна центрального углубления в матрице выполняется 

соотношение: 0,5h1 < w < 1,5h1. В матрице устройства для высоты h2 периферийного выступа 

относительно дна центрального углубления наложено дополнительное ограничение сверху в виде 

соотношения: h2 ≤ h1 + 0,25w. 
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